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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月19日(2013.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料の１つの面上に化学的無電解プロセスによって所望の接点材料の酸化物を堆
積させる工程と、
　前記所望の接点材料の接点を製造するために化学的無電解プロセスによって前記酸化物
を還元する工程と、
を含み、
　前記半導体材料の１つの面上に化学的無電解プロセスによって所望の接点材料の酸化物
を堆積させる工程は、堆積溶液を付与することを含み、前記堆積溶液から比較的不溶性の
所望の接点材料の酸化物が半導体に対する前記半導体材料上に堆積される、半導体材料上
に接点を製造する方法。
【請求項２】
　前記半導体材料の１つの面上に化学的無電解プロセスによって所望の接点材料の酸化物
を堆積させる工程は、前記半導体を前記堆積溶液に浸漬することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　比較的不溶性の酸化物層が、前記半導体の表面における前記半導体材料の酸化により、
前記半導体の表面において化学的に形成されるように、前記堆積溶液が選択される、請求
項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記堆積溶液は前記所望の接点材料のオキソ酸アニオンを含む、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記堆積溶液は所望の金属接点材料の金属オキソ酸を含む、請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記化学的無電解プロセスによって前記酸化物を還元する工程は、前記半導体に還元溶
液を付与することを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記化学的無電解プロセスによって前記酸化物を還元する工程は、前記半導体を還元溶
液に浸漬することを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　還元溶液がアンモニア溶液を含む、請求項５～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記接点が堆積される前記半導体材料は、テルル化カドミウム、テルル化カドミウム亜
鉛（ＣＺＴ）、テルル化カドミウムマンガン（ＣＭＴ）、およびそれらの合金から選択さ
れる、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記接点材料は、Ａｕ、ＰｔまたはＰｄより高い仕事関数を有する材料である、請求項
１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接点材料は、抵抗接点を形成するように選択される、請求項１～１０のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接点材料は、Ｇｅ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｓｅ、Ｓｎ、Ｏｓ、Ｒｅ
、Ｎｉ、Ｓｂならびにそれらの合金および組み合わせを含む群から選択される、請求項１
０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記接点材料は、タングステンおよびモリブデンから選択される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記接点材料は、ショットキーダイオードまたは遮断接点を形成するように選択される
、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記接点材料は、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｔｌならびにそれらの合金および組み合わせを含む群か
ら選択される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　電気接点を製造することが望まれる半導体材料の少なくとも第１の層を有する半導体構
造を提供する工程と、
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の方法により接点を前記半導体材料上に製造する
工程と、
を含む、半導体素子の製造方法。
【請求項１７】
　半導体材料の少なくとも第１の層を含む半導体素子であって、前記半導体材料の少なく
とも第１の層は、その上に堆積される、請求項１～１６のいずれかに記載の２段階の化学
的無電解プロセスによって堆積される接点構造を有する、半導体素子。
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